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1. はじめに 

高い変換効率を実現する太陽電池として、ヘテロ接合を用いた太陽電池が期待されており、SiC

はヘテロエミッタの材料として有望である。SiC 膜は CVD 法で形成されることが多いが、我々は

原料利用効率、安全性、および維持コストの面で優れているスパッタ法を採用している。本研究

では、Si 基板上にスパッタ法によりエミッタ n-SiC 膜を形成する際、両者の間に低温で形成した

真性の i-SiC 膜を中間層として挿入することを提案し、エミッタ n-SiC 膜の結晶相量が増大する結

果が得られ、太陽電池特性との相関を見いだした。 

2. 実験方法 

作成したサンプルの構造を図 1に示す。抵抗率 1～2 Ωcm の p型 Si (111) 4°オフ基板を通電加

熱で清浄化後、i-SiC 中間層 10 nmを 555～810℃の範囲の温度で成膜し、その上に 810℃の温度で

エミッタ n-SiC 層を 100 nm成膜した。スパッタガスには Arを用い、ガス圧は 3 mTorrとした。作

成したサンプルの結晶性を X 線回折（XRD）法により評価した。また、表面、裏面にそれぞれ

Ag、Alを電極として形成し、太陽電池としての特性を評価した。 

3. 実験結果 

 図 2 に、i-SiC 中間層の成膜温度と、3C-SiC (111) 面に起因する XRD ピークの強度、半値幅、

および太陽電池の変換効率の関係を示す。中間層形成時の成膜温度によって、SiC 膜の結晶性や

太陽電池特性が変化していることがわかる。特に成膜温度が 640℃のとき、X 線の回折強度が最

も大きくなっており、同時に変換効率も最大に

なっている。これは、i-SiC 中間層の成膜温度が

高いと、中間層の界面の転移の増加により上層

の結晶性が悪化し、低いと中間層の結晶性が悪

化するためと考えられる。今後、エミッタ層を

含めた SiC 膜の成膜条件を変化させることで、

更なる変換効率の改善が期待される。 

 

p-Si (111) 4°off sub
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Middle layer i-SiC 10nm

 

 

図 1．サンプル構造 

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

17a-PB4-8

16-039


